
отзыв
на}чного руководителя о соискателе Алексееве Романе Павловиче

Алексеев Роман Павлович в 2014 году окопчил с отличием магистратуру Воронежскою
юсударствеЕного университета по н{шравJIенrло <<Элекгроника и ЕаноэлеIсгроникa>) с
присвоеЕием квалификации (мilгистр>. Во время учебы проявил скJIопность к
исследоватеJIьской деятельности и в 2015 г. поступил в очнlто аспиршrтуру ВГУ на кафедру

физики поrrупроводпиков и микроэлектроники, IФmрую окончил в 20l9 году.
Тематика научной работы соискатеJIя посвящена исследовalнию эффекга квzlзинасыщения

переходЕьD( и вьD(одных вольтамперЕых характеристик мощных СВЧ LDМОS-трalнзисюров,
явJIяющеюся Еегативным эффектом, отриц:шеJIьно сказываюпц{мся не юлько на электрических
параN{етрах, Ео и на надежности работы LDМОS-тршIзисюров. АкryальЕость темы диссертации
обусловлепа широким применением этих тр:rЁзисюров в приемЕо-передающей

радиоаппараryре различного назначения, радиолокациоЕIIьD( стaш{циJIх, системalх цавигации,
передtхгIlикtlх телевизионною сигнала и др.

В ходе выполнения работы Алексеев Р.П. по.тry.дrл вalкIIые с праклической точки зрения
на}чные результаты. Были определены особенности возникновениJI эффекга квазияасыщения в
мощньD( СВЧ LDМОS-траIIзисторах, показано, чю механизм его возникновения отJшчается от
схо>lсо< эффекюв, наблодающихся в классических МОS-транзистор{lх с субмикронной длиной
мнала. Разработалная Алексеевым Р.П. в среде САIIР Sentaurus TCAD модель мощной СВЧ
LDMOS транзисторной струкryры позвоJIяет у{итьвать эффекг квазинасыщепия ВАХ и
моделцровать все современные коцотр}ктивные решения, примеЕяемые в отечествеЕных
мощпьD( LDМОS-тралзисторах. С помоrцью тIисленного моделировzlния усташовлецы
зависимости степени вырФкенности эффекга квазинасыщеЕия ВАХ от конструктивно-
технологических параметров СВЧ LDМОS-трttнзисторов, На основе пол}ченньrх данньD(
проведеЕа работа по оптимизации коIrстр}кции LDМОS-транзисторного кристаJIла с целью
снижения въФФкенности квазинасыIцения без уху4пения др}тих элекгрических параI,Iетров.
Поrryченные Алексеевьпt Р.П. нау.пrые данпые бьuпа у]Iтены при разработке LDMOS-
трапзисторного кристaIJIла Еового поколепия, показавшего значительное улуIшецие удельньD(
электрических параI\{етров, а тaкже снижеЕие степени вырaDкенности квазшlасыщения. ,щапные
трfiIзисюрные кристаJIлы внедрены в серийное производство.

Алексеев Р.П. обладает такими лиIшыми качествами, K{lK добросовестность,
ответственность, целеустремленность и саI\,tостоятельность. Проявил себя высоко-
квалифицироваппым специалисюм в области микроэлектронной техники и технологии, способ-
ным решать сложЕые научно-производствеЕные задачи. Опубликовttл по теме диссертации 1,9

наrпьD( работ, вк.rпочая 4 сгаrьи в на)ruных издания(, рекомендованньrх ВАК РФ, в том числе
одну статью, входящую в базу даrпrьrх рецензируемой на5..шой литерацrры Scopus; полlrчил З
свIцетельства о государственной регисграции юпологий r,rrтгегральньж микросхем.

С.штаю, что Алексеев Роман Павлович по уровню квалификации и црояыIенным
качествalI\,I вполне заслуживает присужденI,IJI ему 1"rеной степеЕи кандидата техническrх наук по
специальности 2.2.2. Электроннzя компонентная база микро- и Еttноэлекгроцики, квaштовьж
устройств.
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